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Тема дисертації:
1. Взаємозв'язок морфології металізованих напівпровідникових підкладок з поверхневим підсиленням
комбінаційного розсіювання світла молекулами та неорганічними кластерами

2. Interrelation of the metallized semiconductor substrates morphology and surface enhanced Raman scattering
by molecules and inorganic clusters

Реферат:
1. Дисертація присвячена дослідженню властивостей наноструктурованих металізованих
напівпровідникових підкладок для спектроскопії поверхнево підсиленого комбінаційного розсіювання
світла, а саме самоорганізованих острівцевих плівок Ag/Si, металізованого пористого кремнію та
металізованого біоморфного карбіду кремнію. Встановлено оптимальні морфологічні параметри срібних
острівцевих плівок, сформованих на кремнієвих підкладках, що відповідають максимальному підсиленню
КРС сигналу від різних аналітів. Їм відповідає масив щільно упакованих та однорідних за розмірами острівців
з середніми латеральними розмірами 100-150 нм. Встановлено, що для ГКРС-реєстрації малої концентрації
напівпровідникових квантових точок типу ядро (CdSe) - оболонка (ZnS) з розмірами ~3 нм, осаджених на



Ag/Si підкладку, необхідне поєднання двох факторів: збудження плазмонів в срібних наноструктурах
лазерним випромінюванням та збігу його енергії з різницею енергій електронних переходів у КТ. Одержано
гігантське комбінаційне розсіювання світла від залишкових кластерів вуглецю та кремнію у біоморфному SiС.
Показано, що покриття тонким шаром срібла біо-SiС дозволяє досліджувати не тільки осаджені на нього
аналіти, але і саму поверхневу структуру SiC.

2. The thesis is dedicated to the investigation of properties of nanostructured metallized semiconductor substrates
for the surface enhanced Raman scattering (SERS) spectroscopy, namely self-arranged nanoisland films Ag/Si,
metallized porous silicon and metallized biomorphic silicon carbide. Optimal morphological parameters of silver
nanoisland films, formed at silicon substrates, which correspond to the highest Raman signal enhancement for
different analytes are found. These parameters are the array of densely situated and homogenous in size
nanoislands with lateral dimensions about 100-150 nm. It is determined that for the SERS spectroscopy of low
concentration of semiconductor quantum dots of core (CdSe) - shell (ZnS) type about 3 nm in diameter, which are
deposited on the Ag/Si substrate, the combination of two factors is required: plasmon excitation in the
nanoislands by laser radiation and correspondence of its energy to the electron transition energy inside the
quantum dot. Surface enhanced Raman scattering from the residual clusters of carbon and silicon in the
biomorphic SiC is obtained. It is revealed that covering bio-SiC with thin silver film allows to investigate deposited
analytes as well as surface structure of bio-SiC itself.
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